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OEM:Valvo Transistor BF335 Datasheet

HT FUR NEUENTWICKLUNGEN BF 33‘

BF 335

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Mischstufen im K¥W-, MW = und LW-Bereich
sowie fir AM=/PM-IF-Verstiirker

Mechanische Deten: - 15 -

Gehluse: Kunststoff, SO0T=25 i
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Kurzdaten: BF_334 BF_ 335
Kollektor-Sperrspannung 'IZT':l g = WAx. 40 ¥
Kollektor=Emitter-Sperrspannung Ueg g = max. a0 v
Kol lektorstrom IE = EAX. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei i\" = 45% r“t = BAX. 200 mh
Sperrschichttemperatur &J = mAX. 126 *c
Gleichstromverstirkung
bei UC! =10V, I, =1m B = B5=220 A5=1256
Vorwlirtesteilheit
bei Ugp = 10 V, I = 1 mA, £ = 10,7 Miz |y2h| - 38 36 ms
Transit-Frequenz
bei ul’,‘E =10V, I, =1m L = 430 AT0 MHz
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OEM:Valvo Transistor BF335 Datasheet
BF 334 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Absolute Gremzwerte: (gliltig bis 4, ‘“}
Kol lektor=Sperrspannung bei I!: = D uCl g = maX. 40 Vv
HKollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = O IJ“ g = max. a0 v
Emitter-Sperrspannung bei Tl: = 0z UBB g = max. i ¥
Kollektorstrom: I{: = BAL. 26 mA
Gesamtverlustleistung: Ptut = max. 250 oW
Sperrschichttemperatur: }J = max. 128 %
Lagerungstemperatur: .S = min. =55 "C
8, =max. 125 °C
Wirmewiderstand:
Wirmeviderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: lt-l v E 0,4 grd/mW
L00 Ll B
Fot mas
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BF 334
BF 335

Kennwerte: (bei IJ = 2&“:,‘}

BF 334 BF 335
Kollektor-Reststrom ¢
bei UE,"B = 20 V¥, ]E w 03 ]CH 0 : 50 niA
bei ”CH = 40 V, ]E = 0: Il,‘.ﬂ 0 " 10 ik
Emitter-Reststrom ¢
bei Upy = 4V, 1, = 0: — 10 A
Basisspannung
bei UCE = 10 V, l{: = 1 mAt ':BE = 750 mV
Gleichstromverstirkung
bei UCE- 1o v, ]C- 1 mA: B = 85...220 a6...128
Basisstrom
bei UCE- 1o v, ICSII.I;: Iﬂ- = 4,5...15 B...28 171
I‘hrhrl._rkun;lklpl:itlt ¢
bei LEE = 10 ¥V, [E = 1 mA, I = 450 kHz: -'EIIZe = 0,3 pF
Transit-Frequenz
bei Uop = 10V, I, = 1 mA, f, = 100 MHz: f, - 430 370 MHz
Rauschzahl
bei UEE = 10 V, 1[: = 1 md,
f = 200 kHHz, El = 50D Q: F = 1,5 2,0 dB
BF d34, BF 335
Vierpol=Koeffizienten
bei UCE = 10 V, I.=1m und f = 0,45 10,7 Ml z
Ej1e = 0,45 0,55 ms
biie = 0,06 1,35 mS
Ciie = 20 20 pF
Y104 0,75 18 us
“Pl2e 90° 90°
rasel = 30 _
P21e o° )
g0, = 3 (£00) 5 uS
hEEl = 2,8 67 us
Ca2¢ & = ! 1
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